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1) Στην δίοδο p-n του παρακάτω σχήματος υποθέστε ότι το πλάτος απογύμνωσης xn στην 
περιοχή n είναι μεγαλύτερο του xi (σχήμα) για οποιαδήποτε τιμή εφαρμοζόμενης τάσης 
(και για μηδενική τάση). 
Α) Να υπολογίσετε την τιμή του εσωτερικού δυναμικού και να σχεδιάσετε την 
πυκνότητα φορτίου εντός της διόδου 
B) Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό πεδίο εντός της περιοχής απογύμνωσης 

 
 

A) Vbi = kT/q ln (NA ND)/ni
2 

Το δυναμικό αυτό εμφανίζεται μεταξύ των σημείων xp, xn (άκρων περιοχής 
απογύμνωσης). Παρατηρούμε ότι το εξαρτάται μόνον απο την συγκέντρωση της 
πρόσμιξης στα σημεία αυτά. 

Φορτίο ρ :   0   γιά  x<-xp 
-qNA   γιά   -xp≤<x≤0 
qND/2 γιά   0≤x≤x0 
qND   γιά  x0≤x≤xn 
0 γιά  x≥xn 
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2) Δίοδος p-n έχει την κατανομή προσμίξεων όπως στο σχήμα. Θεωρείστε  ότι στην 
περιοχή (0, xi) έχουμε μηδενική συγκέντρωση φορέων. 
 
(Α) Σχεδιάστε την κατανομή φορτίου στην δίοδο 
(Β) Βρείτε την αναλυτική κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου E(x) μέσα στην περιοχή 
απογύμνωσης –xp ≤ x ≤ xn και σχεδιάστε την. 
(Γ) Βρείτε την αλγεβρική σχέση που συνδέει τα xi, xp, xn  

 
A) 
 

 
 

B) E(x) = (-qNB/Ks ε0) (x + xp)      -xp≤ x≤ 0 
 
E(x) = (-qNB/Ks ε0) xp             0≤ x≤ xi 

ΝD - ΝΑ 

NB 

-NB 

0 

xi x 

ρ 

qNB 

-qNB 

0 

xi x xp 

xn 



 
E(x) = (-qNB/Ks ε0) (xn - x)     -xi≤ x≤  xn 
 
 
Γ) (-qNB) (-xp) = qNB (xn – xi)  άρα xp = xn - xi 

 

 

 

 
 
3) Το ενεργειακό διάγραμμα του σχήματος αφορά δίοδο πυριτίου απότομης επαφής. Στο 
σχήμα ισχύει ότι Εv(-∞)=Εc(∞) και Eg=1.12 eV.

  
 
 
Α) Υπολογίστε την τιμή της ανάστροφης τάσης που έχει εφαρμοσθεί στην δίοδο καθώς 
και την τιμή της  εσωτερικής διαφοράς δυναμικού Vbi 
Β)Υπολογίστε το ρεύμα γένεσης  και το ρεύμα διάχυσης για την δεδομένη τάση πόλωσης 
; όταν  xn + xp= 2.10-4 cm, μn = 1350 cm2/Vs (πλευρά p), μp = 460 cm2/Vs (πλευρά n), 

τn = τp = τg = 1 μs,  Α=10-4 cm2, T = 300K. 
 
 

A) VA = - 1/q (EFp – EFn) = -EG/2q = -0.56 V 
 
Vbi = 1/q (Ei – EF) p-side + (EF – Ei) n-side = EG/2q = 0.56 V 
 

B) IG = -qA ni W/2tg 
IG = -1.6 10-10 A 
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Idif = -qA (Dn ni
2 / Ln NA  + Dp ni

2/Lp ND) 
Όπου NA, ND υπολογίζονται απο την θέση του επιπέδου Fermi ως προς το ενδογενές 
επίπεδο Fermi και προκύπτουν 4.96 1014 cm-3  
 
Επίσης Dn = kΤ/q μn 
 
Και Ln = √Dn τ 
 
Οπότε τελικά το ανάστροφο ρεύμα διάχυσης προκύπτει  3. 10-13 Α 
    

 


